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電界による磁性の制御は長年興味を持たれてきた固体物理学の一大テーマであるが、近年のス

ピントロニクス技術の発展に伴い、磁性デバイスの画期的な低消費電力駆動化を実現するキーテ

クノロジーとしての注目も高まっている。これまでにピエゾ素子を用いた磁歪制御や、キュリー

点制御、マルチフェロイック特性制御などのさまざまなアプローチによってその実現が試みられ

ているが、最近特に注目されているのが超薄膜強磁性金属層における電圧誘起磁気異方性変化で

ある[1, 2]。この現象は、超薄膜強磁性金属 / 誘電体積層構造に対する電圧（電界）印加により強

磁性層の電子状態が界面で変化することに起因する。応用上重要な 3d 遷移金属で発現し、さらに、

現在のスピントロニクスデバイスの根幹を成す MgO トンネル磁気抵抗素子への導入が比較的容

易であるなど、応用デバイスへの高い適用性を有する点も注目を集めている要因である。本講演

では、この電圧誘起磁気異方性制御を用いたスピンダイ 

ナミクス制御の実験的な試みについて、最近の進展を紹

介する。 

右図は超薄膜 FeB フリー層を有するトンネル磁気抵抗 

素子において、高周波電圧印加により励起した強磁性共

鳴ダイナミクスを、磁気抵抗効果を介して電気的に検出

した例である[3]。電圧異方性制御を利用することで、電

流を必要とすることなく GHz オーダーの高速スピンダ

イナミクス制御が可能であることが実証された。また、

同様の素子において、パルス電圧印加による歳差運動励 

起の利用により、ダイナミック磁化反転制御が可能であることも示した [4]。 
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Fig. 1 FMR signals induced by the 
voltage control of magnetic anisotropy. 
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